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１．概要（Summary） 

 複素透過率をもつビルトインレンズマスク(位相変調透過

板)によるレンズ効果を利用し、これを実際に作製した3次

元リソグラフィの可能性について既に報告している。ここで

は、その原理的な実験検証をさらに進めるため、改良型

ビルトインレンズマスクの試作を行った。 

 

２．実験試作（Experimental） 

【利用した主な装置】 

大面積超高速電子線描画装置、露光装置（ステッパ

ー）、ドライエッチング装置、 

【実験方法】 

前期に引き続き、Cr 対応のドライエッチング装置を用

いた改良プロセスの設計を行った。Fig. 1 に示すように、

大面積超高速電子線描画装置によりパターンを形成し、

Cr エッチング(磁気中性線放電ドライエッチング装置)、ス

テッパーによるmix & match 露光を行い、石英エッチン

グ(磁気中性線放電ドライエッチング装置)で必要部分の

石英基板を掘り下げて位相変調部を作製した。 

 

Fig. 1 Process of phase modulation mask. 

 

３．作製したマスクによる露光実験(Results) 

今回作製した位相透過板により、3 次元フォトリソグラフ

ィのパターン形成実験を行った。 

しかし、これまでに 3次元像が確認できていない。 

このため、作製した位相透過板の状態を電子顕微鏡

で観察した結果、大部分におよび一辺 250 nmのクロム

パターン部分が開口できていない可能性が大きいことが

わかった。 

このため、プロセスならびにマスク設計を含めて再考し、

引き続き再度試作する予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究は、天田財団の支援により行われた。 
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６．関連特許（Patent） 
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